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Tto:

Nanodruty pétprzewodnikowe, w szczegolnosci struktury z azotkéw grupy lll, sg
intensywnie rozwijane jako elementy nowoczesnych przyrzgdow optoelektronicznych.
Jednym z kluczowych wyzwan pozostaje wiarygodna, iloSciowa analiza rozktadu
domieszek, defektow i zanieczyszczen w strukturach o skali nanometryczne;j.

Projekt zaktada potgczenie trzech komplementarnych technik: SIMS, TEM oraz
modelowania komputerowego. Integracja informacji chemicznych, strukturalnych
i modelowych ma umozliwi¢ uzyskanie petniejszego obrazu badanych nanostruktur oraz
lepsze zrozumienie mechanizmoéw inkorporacji domieszek i ich wptywu na witasciwosci
materiatowe i elektryczne.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrozenie uniwersalnych procedur korelacyjnej
charakteryzacji nanodrutow potprzewodnikowych z wykorzystaniem technik SIMS, TEM
i symulacji komputerowych.

Badania obejmag m.in. nanodruty GaN, InGaN, AlGaN, a takze struktury z materiatéw
[1I-V oraz Si i SiGe. Projekt bedzie dotyczyt m.in. rozktadu domieszek, defektow, interfejsow,
ztgczy p-n oraz kontaktdow metal-potprzewodnik.

Rezultatem bedzie metodologia, kidéra zostanie zwalidowana, sformalizowana
i wdrozona w tukasiewicz—IMiF jako nowa kompetencja badawczo-wdrozeniowa oraz
specjalistyczna ustuga B+R.

Poszukujemy osoby zainteresowanej prowadzeniem interdyscyplinarnych badan na
pograniczu inzynierii materiatowej, fizyki potprzewodnikdéw, mikroskopii elektronowej,
analizy materiatowej i modelowania komputerowego.

Wymagania:

o tytut magistra fizyki, inzynierii materiatowej, mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki,
chemii lub pokrewnej dziedziny

e zainteresowanie tematykg nanostruktur potprzewodnikowych oraz metodami ich
charakteryzaciji

e znajomosc¢ fizyki ciata statego i fizyki pétprzewodnikéw bedzie atutem

e znajomos¢ podstaw metod mikroskopii elektronowej (TEM), spektrometrii mas jonow
wtornych (SIMS) lub modelowania komputerowego bedzie dodatkowym atutem

e doswiadczenie w pracy w pomieszczeniach typu ,clean-room”, krystalizacja cienkich
warstw poétprzewodnikowych technikami prozniowymi

e dobra znajomosc jezyka angielskiego w mowie i piSmie

e wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejetnosci analityczne i samodzielno$¢
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e gotowos¢ do pracy eksperymentalnej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury
badawczej

Finansowanie:
Doktorat bedzie realizowany w ramach programu ,Doktorat wdrozeniowy 20267,

z mozliwoscig jednoczesnego prowadzenia dziatalnosci zawodowej w tukasiewicz —
Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki (IMiF) oraz ksztatcenia w Warszawskiej Szkole
Doktorskiej Nauk Scistych i BioMedycznych w IF PAN.
Doktorant/-ka otrzyma:

e 4 053 zt miesiecznie w | i Il roku ksztatcenia,

e 6 176 zt miesiecznie w Il i IV roku ksztatcenia.

Ponadto w ramach realizacji projektu zapewnione bedzie finansowanie materiatéw
badawczych, udziatu w konferencjach i szkolen zwigzanych z realizacjg doktoratu.

Doktorant/-ka bedzie miat(a) dostep do zaawansowanej infrastruktury badawczej IF PAN
i tukasiewicz — IMiF oraz wsparcie merytoryczne zespotow badawczych obu instytutéw.
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